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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inz. Mariusza Kaczmarczyka pod
tytulem ,,Charakteryzacja struktur kropek kwantowych na potrzeby

zastosowan w przyrzadach poélprzewodnikowych”

Struktury potprzewodnikowe z kropkami kwantowymi ciesza sig od szeregu lat
olbrzymim zainteresowaniem zaréwno fizykow jak i elektronikow. Niezwykle interesujace
wiasciwosci fizyczne, a takze duze perspektywy zastosowan stymulujg intensywne badania
takich obiektow.

Podstawowymi narzedziami badan wlasciwosci struktur z kropkami kwantowymi sa
metody spektroskopii optycznej. Zdecydowanie mniej prac dotyczy charakteryzacji kropek
kwantowych metodami elektrycznymi. Poniewaz w zastosowaniach kropek kwantowych,
podobnie jak w  wigkszosci  potprzewodnikowych struktur  elektronicznych i
optoelektronicznych wymagane jest zasilanie, problem transportu no$nikow pradu oraz
parametréw elektrycznych struktur z kropkami jest nie tylko interesujacy ale takze bardzo
wazny.

Praca doktorska mgr Mariana Kaczmarczyka wykonana w Zakladzie Analizy
Nanostruktur Pétprzewodnikowych pod kierunkiem prof. Marii Kaniewskiej po$wigcona jest

przede wszystkim badaniom struktur z kropkami kwantowymi InAs/GaAs i InGa/GaAs



metodami DLTS. Jest to niezwykle ambitne i trudne przedsigwzigcie. Gdyby nie olbrzymie
doswiadczenie i znakomite umiejetnosei prof. M. Kaniewskiej trudno byloby wyobrazi¢ sobie
realizacj¢ takich badan.

Polaczenie wiedzy Pani Promotor z ogromng pracowitosciq i zaangazowaniem
M. Kaczmarczyka zaowocowato bardzo ciekawg i warto$ciowg pracg doktorska.

Standardowo sklada sie ona z czg$ci wprowadzajacej w tematyke; przedstawienia
obiektéw badan z ich podstawowq charakteryzacja optyczng oraz za pomoca AFM;
prezentacji metodologii badan pojemnosciowych oraz wynikéw pomiaréw i ich interpretacji.
Zagadnienie badawcze jest dodatkowo utrudnione przez uwzglednienie obecnosei defektow
zaréwno w materiale macierzystym otaczajacym kropki oraz w samych kropkach.

W rozprawie przedstawiona jest metodologia pomiaréw i ich interpretacji bedaca
znaczacym rozwinieciem standardowej metody DLTS. Tylko dzigki temu stato si¢ mozliwe
uzyskanie odpowiedzi elektrycznej z kropek oraz defektéw w badanych strukturach. Takie
parametryczne, pomiary DLTS uzupetnione byty pomiarami zaleznosci C-V, profilowanego
C-V a takze widm fotoluminescencji.

W wyniku przeprowadzonych badan oraz zastosowania bardzo pomystowych sposobow
interpretacji wynikow autor wyznacza parametry elektryczne kropek kwantowych i defektow
obecnych w strukturach.

Trzeba jednak dodaé, ze do interpretacji wynikéw badan DLTS wykorzystano model
opracowany przez O. Engstréma, P. Landsbergai Y. Fu.

Uwazam, ze przedstawione w rozprawie wyniki badan stanowia wartosciowy wkiad
autora do poznania parametrow elektrycznych struktur potprzewodnikowych z kropkami
kwantowymi.

M. Kaczmarczyk jest wspotautorem kilku publikacji w bardzo dobrych czasopismach
naukowych.

Wyniki swoich prac przedstawil takze na 18 konferencjach w tym 12 zagranicznych.
Rozprawa doktorska M. Kaczmarczyka nie jest pozbawiona usterek redakcyjnych, ktorych

nie bede tu wymienial.

Podsumowujac stwierdzam, ze praca M. Kaczmarczyka spetnia wymogi stawiane
rozprawom doktorskim, zatem wnioskuj¢ o dopuszczenie go do dalszych etapéw przewodu

doktorskiego.
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